
JP 6230797 B2 2017.11.15

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１乃至第６のトランジスタと、第１乃至第８の配線と、容量素子と、発光素子と、を
有し、
　前記第２のトランジスタは、酸化物半導体層にチャネル形成領域を有し、
　前記第３のトランジスタは、酸化物半導体層にチャネル形成領域を有し、
　前記第１のトランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第６のトランジスタのソ
ース又はドレインの一方と電気的に接続され、
　前記第１のトランジスタのソース又はドレインの他方は、前記第１の配線と電気的に接
続され、
　前記容量素子の一対の電極のうちの一方は、前記第６のトランジスタのソース又はドレ
インの一方と電気的に接続され、
　前記容量素子の一対の電極のうちの他方は、前記第２のトランジスタのソース又はドレ
インの一方と電気的に接続され、
　前記第２のトランジスタのゲートは、前記第２の配線と電気的に接続され、
　前記第２のトランジスタのソース又はドレインの他方は、前記第３の配線と電気的に接
続され、
　前記第３のトランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第１のトランジスタのゲ
ートと電気的に接続され、
　前記第３のトランジスタのソース又はドレインの他方は、前記第４の配線と電気的に接



(2) JP 6230797 B2 2017.11.15

10

20

30

40

50

続され、
　前記第３のトランジスタのゲートは、前記第２の配線と電気的に接続され、
　前記第４のトランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第１のトランジスタのゲ
ートと電気的に接続され、
　前記第４のトランジスタのソース又はドレインの他方は、前記第２のトランジスタのソ
ース又はドレインの一方と電気的に接続され、
　前記第４のトランジスタのゲートは、前記第５の配線と電気的に接続され、
　前記第５のトランジスタのソース又はドレインの一方は、前記容量素子の一対の電極の
うちの一方と電気的に接続され、
　前記第５のトランジスタのソース又はドレインの他方は、前記容量素子の一対の電極の
うちの他方と電気的に接続され、
　前記第５のトランジスタのゲートは、前記第６の配線と電気的に接続され、
　前記第６のトランジスタのソース又はドレインの他方は、前記発光素子のアノード又は
カソードの一方と電気的に接続され、
　前記第６のトランジスタのゲートは、前記第７の配線と電気的に接続され、
　前記発光素子のアノード又はカソードの他方は、前記第８の配線と電気的に接続され、
　第１の期間において、前記第２の配線、前記第５の配線、及び前記第６の配線にローレ
ベルの電位が与えられ、前記第７の配線にハイレベルの電位が与えられ、
　前記第１の期間の後の第２の期間において、前記第７の配線に与えられる電位はハイレ
ベルからローレベルに切り替えられ、
　前記第２の期間の後の第３の期間において、前記第５の配線及び前記第７の配線に与え
られる各々の電位はローレベルからハイレベルに切り替えられ、
　前記第３の期間の後のリセット期間において、前記第６の配線に与えられる電位はロー
レベルからハイレベルに切り替えられ、
　前記第１の期間と前記第２の期間との間の期間において、前記第２の配線に与えられる
電位は、ローレベルからハイレベルに切り替えられ、
　前記第２の期間と前記第３の期間との間の期間において、前記第２の配線に与えられる
電位は、ハイレベルからローレベルに切り替えられることを特徴とする表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置に関する。特に、各画素にチャネルが酸化物半導体層に形成される
トランジスタが設けられているアクティブマトリクス型の表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光素子を用いた表示装置は視認性が高く、薄型化に最適であると共に、視野角にも制
限が無いため、ＣＲＴ（ｃａｔｈｏｄｅ　ｒａｙ　ｔｕｂｅ）や液晶表示装置に替わる表
示装置として注目されている。発光素子を用いたアクティブマトリクス型の表示装置は、
具体的に提案されている構成がメーカーによって異なるが、通常、少なくとも発光素子と
、画素へのビデオ信号の入力を制御するトランジスタと、該発光素子に供給される電流を
制御するトランジスタ（駆動トランジスタ）とが、各画素に設けられている。
【０００３】
　画素に設けられるトランジスタのすべてを同じ極性とすることで、トランジスタの作製
工程の低減を図ることができる。特許文献１では、ｎチャネル型のトランジスタのみで画
素が構成された表示装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－１９５８１０号公報
【発明の概要】



(3) JP 6230797 B2 2017.11.15

10

20

30

40

50

【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、画素を構成するｎチャネル型トランジスタとして、チャネルが酸化物半導体
層に形成されるトランジスタが期待されている。当該トランジスタは、非晶質シリコン層
にチャネルが形成されるトランジスタと比較して、電界効果移動度が高く、また、各画素
に当該トランジスタが設けられる表示装置の大型化を図ることが可能であるからである。
【０００６】
　また、酸化物半導体層にチャネルが形成されるトランジスタは、オフ電流が著しく低い
という特徴を備える。これは、当該トランジスタがスイッチとして好ましいことを意味す
る。ただし、当該トランジスタを有する表示装置に対する電源電圧の供給を停止した場合
に不具合を生じることがある。具体的には、電源電圧の供給を停止した場合であっても、
画素の特定のノードに電荷が保持され続けうる。そのため、再度、表示装置に対して電源
電圧の供給を再開した場合などに表示に不具合が生じることがある。
【０００７】
　上述した課題に鑑み、本発明の一態様において、表示装置の表示不良を抑制することを
目的の一とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様は、複数の画素がマトリクス状に配設されている表示装置であって、画
素は、発光素子と、ゲートとソース間の電圧に応じた電流を発光素子に供給する駆動トラ
ンジスタと、駆動トランジスタのゲートに所望の電位を供給するか否かを選択する第１の
トランジスタと、駆動トランジスタのゲートとソースを電気的に接続させるか否かを選択
する第２のトランジスタと、を有し、第１のトランジスタ及び第２のトランジスタは、チ
ャネルが酸化物半導体層に形成されるトランジスタである表示装置である。
【０００９】
　なお、駆動トランジスタのソースから出力される電流が発光素子に対して供給される場
合には、さらに、当該駆動トランジスタのしきい値電圧に依存せずに発光素子に供給され
る電流を制御する手段を画素に設けることが好ましい。例えば、ドレインが高電源電位を
供給する配線に電気的に接続されるｎチャネル型のトランジスタを駆動トランジスタとし
て適用する場合には、当該手段を画素に設けることが好ましい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の一態様の表示装置においては、各画素に設けられている駆動トランジスタのゲ
ートとソースを電気的に接続させるか否かを選択することが可能である。また、駆動トラ
ンジスタのゲートと他のノードとの電気的な接続をチャネルが酸化物半導体層に形成され
るトランジスタによって制御する。これにより、駆動トランジスタのゲートと電気的に接
続するノードに蓄積されている電荷の保持と放出を任意に行うことが可能となる。例えば
、当該表示装置に対する電源電圧の供給を停止する前、又は電源電圧の供給再開後であっ
て発光素子に電流が供給される前に駆動トランジスタのゲートとソースを電気的に接続さ
せることで駆動トランジスタをオフ状態とすることが可能である。これにより、当該表示
装置に対する電源電圧の供給を再開した際の表示不良を抑制することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】画素の構成例を示す回路図。
【図２】（Ａ）、（Ｂ）画素の構成例を示す回路図。
【図３】タイミングチャートの一例を示す図。
【図４】（Ａ）～（Ｄ）画素の動作を説明するための図。
【図５】タイミングチャートの一例を示す図。
【図６】（Ａ）～（Ｄ）画素の動作を説明するための図。
【図７】画素の構造例を示す回路図。
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【図８】タイミングチャートの一例を示す図。
【図９】表示装置の構造例を示す断面図。
【図１０】表示装置の一例を示す斜視図。
【図１１】（Ａ）～（Ｄ）電子機器の具体例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下では、本発明の一態様について詳細に説明する。ただし、本発明は以下の説明に限
定されず、本発明の趣旨およびその範囲から逸脱することなくその形態を様々に変更し得
る。したがって、本発明は以下に示す記載内容に限定して解釈されるものではない。
【００１３】
　なお、以下において「電気的に接続」とは、電流、電圧又は電位が、供給可能、又は伝
送可能な状態に相当する。従って、電気的に接続している状態とは、直接接続している状
態を必ずしも指すわけではなく、電流、電圧又は電位が、供給可能、又は伝送可能である
ように、配線、導電膜、抵抗、ダイオード、トランジスタなどの素子を介して間接的に接
続している状態も、その範疇に含む。
【００１４】
　また、回路図上では独立している構成要素どうしが接続されている場合であっても、実
際には、配線の一部が電極として機能する場合など、一の導電膜が、複数の構成要素の機
能を併せ持っている場合がある。本明細書において接続とは、このような、一の導電膜が
、複数の構成要素の機能を併せ持っている場合も、その範疇に含める。
【００１５】
（実施の形態１）
　図１は、本実施の形態に係る表示装置が有する画素１０の構成例を示す回路図である。
図１に示す画素１０は、トランジスタ１～３と、キャパシタ４と、発光素子５とを有する
。なお、トランジスタ１～３は、チャネルが酸化物半導体層に形成されるｎチャネル型の
トランジスタである。
【００１６】
　トランジスタ１は、ゲートとソース間の電圧に応じた電流を発光素子５に供給する機能
を有する。トランジスタ２は、配線ＳＬとトランジスタ１のゲートを電気的に接続させる
か否かを選択する機能を有する。トランジスタ３は、トランジスタ１のゲートとソースを
電気的に接続させるか否かを選択する機能を有する。キャパシタ４は、トランジスタ１の
ゲートとソース間の電圧を保持する機能を有する。発光素子５は、トランジスタ１から供
給される電流に応じた輝度で発光する機能を有する。
【００１７】
　さらに、トランジスタ１のドレインは、高電源電位（ＶＤＤ）を供給する配線ＶＤＤ＿
Ｗに電気的に接続されている。また、トランジスタ２のゲートは、選択信号又は非選択信
号を供給する配線ＧＬに電気的に接続されている。また、トランジスタ３のゲートは、リ
セット信号を供給する配線ＲＬに電気的に接続されている。また、発光素子５のカソード
は、低電源電位（ＶＳＳ）を供給する配線ＶＳＳ＿Ｗに電気的に接続されている。
【００１８】
　次いで、図１に示す画素１０の動作について説明する。
【００１９】
　画素１０では、トランジスタ２のスイッチングによって、配線ＳＬの電位をトランジス
タ１のゲートに供給するか否かが選択される。具体的には、トランジスタ２のゲートに選
択信号が供給される場合に配線ＳＬの電位がトランジスタ１のゲートに供給され、トラン
ジスタ２のゲートに非選択信号が供給される場合に配線ＳＬの電位がトランジスタ１のゲ
ートに供給されない。そして、トランジスタ１のゲートの電位に応じてトランジスタ１の
ゲートとソース間の電圧が変動する。これにより、トランジスタ１のゲートに供給される
電位に応じた電流が発光素子５に供給されることになる。すなわち、当該電位に応じて発
光素子５の発光輝度が制御されることになる。本実施の形態の表示装置においては、複数
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の画素に設けられている発光素子のそれぞれの発光輝度を当該電位に応じて制御すること
で所望の表示を行う。
【００２０】
　また、画素１０では、トランジスタ３のスイッチングによって、トランジスタ１のゲー
トとソースが電気的に接続されるか否かが選択される。例えば、表示装置に対する電源電
圧の供給を停止する直前の一定期間に渡ってトランジスタ３をオン状態とし、その他の期
間に渡ってトランジスタ３をオフ状態とする。これにより、表示装置に対する電源電圧の
供給が停止される直前にトランジスタ１のゲートが電気的に接続するノードに蓄積されて
いる電荷を放出させることが可能となる。すなわち、トランジスタ１を確実にオフ状態と
することが可能である。よって、本実施の形態の表示装置においては、電源電圧の供給を
再開した際に発光素子５に電流が供給されることがなく、表示不良を抑制することが可能
である。
【００２１】
　なお、電源電圧の供給を再開した後であって発光素子５に対して電流が供給されうる前
（配線ＶＤＤ＿Ｗに高電源電位（ＶＤＤ）が供給され、且つ配線ＶＳＳ＿Ｗに低電源電位
（ＶＳＳ）が供給される前）の一定期間に渡ってトランジスタ３をオン状態とすることに
よっても上記同様の効果を得ることが可能である。
【００２２】
（実施の形態２）
　図２（Ａ）、（Ｂ）は、実施の形態１に示す画素１０と異なる画素１００の構成例を示
す回路図である。
【００２３】
＜画素の構成例１＞
　図２（Ａ）に示す画素１００は、トランジスタ１１～１６と、キャパシタ１７と、発光
素子１８とを有する。なお、トランジスタ１１～１６は、チャネルが酸化物半導体層に形
成されるｎチャネル型のトランジスタである。
【００２４】
　トランジスタ１２は、配線ＳＬとキャパシタ１７の一方の電極を電気的に接続させるか
否かを選択する機能を有する。トランジスタ１３は、配線ＩＬとトランジスタ１１のゲー
トを電気的に接続させるか否かを選択する機能を有する。トランジスタ１４は、キャパシ
タ１７の一方の電極とトランジスタ１１のゲートを電気的に接続させるか否かを選択する
機能を有する。トランジスタ１５は、キャパシタ１７の一方の電極と他方の電極を電気的
に接続させるか否かを選択する機能を有する。トランジスタ１６は、トランジスタ１１の
ソースと発光素子１８のアノードを電気的に接続させるか否かを選択する機能を有する。
【００２５】
　さらに、トランジスタ１１のドレインは、配線ＶＤＤ＿Ｗに電気的に接続されている。
また、トランジスタ１２のゲート及びトランジスタ１３のゲートは、選択信号又は非選択
信号を供給する配線Ｇ１に電気的に接続されている。また、トランジスタ１４のゲートは
、選択信号又は非選択信号を供給する配線Ｇ２に電気的に接続されている。また、トラン
ジスタ１５のゲートは、リセット信号を供給する配線ＲＬに電気的に接続されている。ま
た、トランジスタ１６のゲートは、選択信号又は非選択信号を供給する配線Ｇ３に電気的
に接続されている。また、発光素子１８のカソードは、配線ＶＳＳ＿Ｗに電気的に接続さ
れている。
【００２６】
＜画素の構成例２＞
　図２（Ｂ）に示す画素１００は、トランジスタ１１～１５、１９と、キャパシタ１７と
、発光素子１８とを有する。なお、トランジスタ１１～１５、１９は、チャネルが酸化物
半導体層に形成されるｎチャネル型のトランジスタである。
【００２７】
　図２（Ｂ）に示す画素１００におけるトランジスタ１２～１５は、図２（Ａ）に示す画
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素１００におけるトランジスタ１２～１５と同様の機能を有する。図２（Ｂ）に示す画素
１００におけるトランジスタ１９は、トランジスタ１１のソースと共通電位（Ｖｃｏｍ）
を供給する配線Ｖｃｏｍ＿Ｗを電気的に接続させるか否かを選択する機能を有する。なお
、共通電位（Ｖｃｏｍ）は、低電源電位（ＶＳＳ）と、発光素子１８の順方向電圧降下と
の和よりも低い電位であることとする。例えば、共通電位（Ｖｃｏｍ）として低電源電位
（ＶＳＳ）を適用することが可能である。
【００２８】
＜画素の動作例１＞
　次いで、図２（Ａ）に示す画素１００の動作について説明する。
【００２９】
　図３は、図２（Ａ）に示す画素１００に接続される配線Ｇ１～配線Ｇ３の電位と、配線
ＲＬに供給される電位と、配線ＳＬに供給される信号（Ｖｄａｔａ）とのタイミングチャ
ートを示す図である。図３に示すように、図２（Ａ）に示す画素１００の動作は、主に１
水平走査期間に含まれる期間Ａにおける動作、及び期間Ｂにおける動作、表示を行う期間
Ｃにおける動作、並びにリセット期間における動作に分けることができる。
【００３０】
　まず、期間Ａにおいて行われる動作について説明する。期間Ａでは、配線Ｇ１にローレ
ベルの電位が与えられ、配線Ｇ２にローレベルの電位が与えられ、配線Ｇ３にハイレベル
の電位が与えられ、配線ＲＬにローレベルの電位が与えられる。よって、トランジスタ１
６がオン状態となり、トランジスタ１２～１５がオフ状態となる。
【００３１】
　図４（Ａ）に、期間Ａにおける画素１００の動作を示す。なお、図４（Ａ）では、トラ
ンジスタ１２～１６をスイッチとして表記している（以下、図４（Ｂ）～（Ｄ）において
も同様）。期間Ａでは、上記動作により、トランジスタ１１のソースと電気的に接続する
ノード（図４において、ａを付記したノード）の電位が、低電源電位（ＶＳＳ）と発光素
子１８の順方向電圧降下を加算した電位となる。
【００３２】
　次いで、期間Ｂにおいて行われる動作について説明する。期間Ｂでは、配線Ｇ１にハイ
レベルの電位が与えられ、配線Ｇ２にローレベルの電位が与えられ、配線Ｇ３にローレベ
ルの電位が与えられ、配線ＲＬにローレベルの電位が与えられる。よって、トランジスタ
１２、１３がオン状態となり、トランジスタ１４～１６がオフ状態となる。
【００３３】
　なお、期間Ａから期間Ｂに移行する際、配線Ｇ１に与える電位をローレベルからハイレ
ベルに切り替えてから、配線Ｇ３に与える電位をハイレベルからローレベルに切り替える
ことが望ましい。これにより、ノードａの電位の変動を抑制することができる。
【００３４】
　また、配線ＩＬには電位（Ｖ０）が与えられ、配線ＳＬには画像信号の電位（Ｖｄａｔ
ａ）が与えられる。なお、電位（Ｖ０）は、低電源電位（ＶＳＳ）と、トランジスタ１１
のしきい値電圧（Ｖｔｈ）と、発光素子１８の順方向電圧降下とを加算した電位よりも高
いことが望ましい。
【００３５】
　図４（Ｂ）に、期間Ｂにおける画素１００の動作を示す。期間Ｂでは、上記動作により
、トランジスタ１１のゲートと電気的に接続するノード（図４において、ｂを付記したノ
ード）に電位（Ｖ０）が与えられるため、トランジスタ１１がオン状態になる。よって、
ノードａの電位が電位（Ｖ０－Ｖｔｈ）となるまで上昇する。換言すると、トランジスタ
１１のゲートとソース間の電圧（Ｖｇｓ（１１））がしきい値電圧（Ｖｔｈ）になった段
階で、トランジスタ１１がオフ状態となる。また、キャパシタ１７の一方の電極と電気的
に接続するノード（図４において、ｃを付したノード）には、電位（Ｖｄａｔａ）が与え
られる。
【００３６】
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　次いで、期間Ｃにおいて行われる動作について説明する。期間Ｃでは、配線Ｇ１にロー
レベルの電位が与えられ、配線Ｇ２にハイレベルの電位が与えられ、配線Ｇ３にハイレベ
ルの電位が与えられ、配線ＲＬにローレベルの電位が与えられる。よって、トランジスタ
１４、１６がオン状態となり、トランジスタ１２、１３、１５がオフ状態となる。
【００３７】
　なお、期間Ｂから期間Ｃに移行する際、配線Ｇ１に与える電位をハイレベルからローレ
ベルに切り替えてから、配線Ｇ２及び配線Ｇ３に与える電位をローレベルからハイレベル
に切り替えることが望ましい。これにより、ノードａの電位の変動を抑制することができ
る。
【００３８】
　図４（Ｃ）に、期間Ｃにおける画素１００の動作を示す。期間Ｃでは、上記動作により
、ノードｂに電位（Ｖｄａｔａ）が与えられるため、トランジスタ１１のゲートの電位が
（Ｖｄａｔａ）まで上昇する。よって、トランジスタ１１のゲートとソース間の電圧（Ｖ
ｇｓ（１１））が、電位（Ｖｄａｔａ）とノードａの電位（Ｖ０－Ｖｔｈ）の差（Ｖｄａ
ｔａ－Ｖ０＋Ｖｔｈ）となる。このように、トランジスタ１１のゲートとソース間の電圧
がトランジスタ１１のしきい値電圧を含む値となっている場合には、トランジスタ１１の
しきい値電圧（Ｖｔｈ）のばらつきに依存せずに発光素子１８に供給される電流を制御す
ることが可能となる。また、トランジスタ１１が劣化して、しきい値電圧（Ｖｔｈ）が変
化する場合であっても、当該変化に依存せずに発光素子１８に供給される電流を制御する
ことが可能となる。よって、表示ムラを低減でき、高い画質の表示を行うことが可能とな
る。
【００３９】
　次いで、リセット期間において行われる動作について説明する。リセット期間では、配
線Ｇ１にローレベルの電位が与えられ、配線Ｇ２にハイレベルの電位が与えられ、配線Ｇ
３にハイレベルの電位が与えられ、配線ＲＬにハイレベルの電位が与えられる。よって、
トランジスタ１４～１６がオン状態となり、トランジスタ１２、１３がオフ状態となる。
【００４０】
　図４（Ｄ）に、リセット期間における画素１００の動作を示す。リセット期間では、上
記動作により、トランジスタ１１のゲートとソースが電気的に接続される。これにより、
トランジスタ１１のゲート及びキャパシタ１７の一方の電極に蓄積されていた電荷が、ト
ランジスタ１４～１６及び発光素子１８を介して放出される。その結果、トランジスタ１
１がオフ状態となる。このように、トランジスタ１１を確実にオフ状態とした後に電源電
圧の供給を停止することで、電源電圧の供給を再開した際に発光素子１８に電流が供給さ
れることがなく、表示不良を抑制することが可能である。
【００４１】
　なお、電源電圧の供給を再開した後であって、発光素子１８に対して電流が供給されう
る前に当該リセット期間を設ける場合であっても上記同様の効果を得ることが可能である
。
【００４２】
＜画素の動作例２＞
　次いで、図２（Ｂ）に示す画素１００の動作について説明する。
【００４３】
　図５は、図２（Ｂ）に示す画素１００に接続される配線Ｇ１～配線Ｇ３の電位と、配線
ＲＬに供給される電位と、配線ＳＬに供給される信号（Ｖｄａｔａ）とのタイミングチャ
ートを示す図である。図５に示すように、図２（Ｂ）に示す画素１００の動作は、主に１
水平走査期間に含まれる期間Ａにおける動作、及び期間Ｂにおける動作、表示を行う期間
Ｃにおける動作、並びにリセット期間における動作に分けることができる。
【００４４】
　まず、期間Ａにおいて行われる動作について説明する。期間Ａでは、配線Ｇ１にローレ
ベルの電位が与えられ、配線Ｇ２にローレベルの電位が与えられ、配線Ｇ３にハイレベル
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の電位が与えられ、配線ＲＬにローレベルの電位が与えられる。よって、トランジスタ１
９がオン状態となり、トランジスタ１２～１５がオフ状態となる。
【００４５】
　図６（Ａ）に、期間Ａにおける画素１００の動作を示す。なお、図６（Ａ）では、トラ
ンジスタ１２～１５、１９をスイッチとして表記している（以下、図６（Ｂ）～（Ｄ）に
おいても同様）。期間Ａでは、上記動作により、トランジスタ１１のソースと電気的に接
続するノード（図６において、ａを付記したノード）の電位が、共通電位（Ｖｃｏｍ）と
なる。
【００４６】
　次いで、期間Ｂにおいて行われる動作について説明する。期間Ｂでは、配線Ｇ１にハイ
レベルの電位が与えられ、配線Ｇ２にローレベルの電位が与えられ、配線Ｇ３にローレベ
ルの電位が与えられ、配線ＲＬにローレベルの電位が与えられる。よって、トランジスタ
１２、１３がオン状態となり、トランジスタ１４、１５、１９がオフ状態となる。
【００４７】
　なお、期間Ａから期間Ｂに移行する際、配線Ｇ１に与える電位をローレベルからハイレ
ベルに切り替えてから、配線Ｇ３に与える電位をハイレベルからローレベルに切り替える
ことが望ましい。これにより、ノードａの電位の変動を抑制することができる。
【００４８】
　また、配線ＩＬには電位（Ｖ０）が与えられ、配線ＳＬには画像信号の電位（Ｖｄａｔ
ａ）が与えられる。
【００４９】
　図６（Ｂ）に、期間Ｂにおける画素１００の動作を示す。なお、期間Ｂでは、図２（Ｂ
）に示す画素１００は、図２（Ａ）に示す画素１００と同様の動作を行うため、ここでは
上述の説明を援用することとする。
【００５０】
　次いで、期間Ｃにおいて行われる動作について説明する。期間Ｃでは、配線Ｇ１にロー
レベルの電位が与えられ、配線Ｇ２にハイレベルの電位が与えられ、配線Ｇ３にローレベ
ルの電位が与えられ、配線ＲＬにローレベルの電位が与えられる。よって、トランジスタ
１４がオン状態となり、トランジスタ１２、１３、１５、１９がオフ状態となる。
【００５１】
　なお、期間Ｂから期間Ｃに移行する際、配線Ｇ１に与える電位をハイレベルからローレ
ベルに切り替えてから、配線Ｇ２に与える電位をローレベルからハイレベルに切り替える
ことが望ましい。これにより、ノードａの電位の変動を抑制することができる。
【００５２】
　図６（Ｃ）に、期間Ｃにおける画素１００の動作を示す。なお、期間Ｃでは、図２（Ｂ
）に示す画素１００は、図２（Ａ）に示す画素１００と同様の動作を行うため、ここでは
上述の説明を援用することとする。
【００５３】
　次いで、リセット期間において行われる動作について説明する。リセット期間では、配
線Ｇ１にローレベルの電位が与えられ、配線Ｇ２にハイレベルの電位が与えられ、配線Ｇ
３にローレベルの電位が与えられ、配線ＲＬにハイレベルの電位が与えられる。よって、
トランジスタ１４、１５がオン状態となり、トランジスタ１２、１３、１９がオフ状態と
なる。
【００５４】
　図６（Ｄ）に、リセット期間における画素１００の動作を示す。リセット期間では、上
記動作により、トランジスタ１１のゲートとソースが電気的に接続される。これにより、
トランジスタ１１のゲート及びキャパシタ１７の一方の電極に蓄積されていた電荷が、ト
ランジスタ１４、１５及び発光素子１８を介して放出される。その結果、トランジスタ１
１がオフ状態となる。このように、トランジスタ１１を確実にオフ状態とした後に電源電
圧の供給を停止することで、電源電圧の供給を再開した際に発光素子１８に電流が供給さ
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れることがなく、表示不良を抑制することが可能である。
【００５５】
　なお、電源電圧の供給を再開した後であって発光素子１８に対して電流が供給されうる
前に当該リセット期間を設ける場合であっても上記同様の効果を得ることが可能である。
【００５６】
（実施の形態３）
　図７は、上記実施の形態に示す画素と異なる画素２００の構成例を示す回路図である。
図７に示す画素２００は、トランジスタ２０～２６と、キャパシタ２７、２８と、発光素
子２９とを有する。なお、トランジスタ２０～２６は、チャネルが酸化物半導体層に形成
されるｎチャネル型のトランジスタである。
【００５７】
　トランジスタ２０では、ソース及びドレインの一方が配線ＳＬに電気的に接続され、ゲ
ートが配線Ｇ３に電気的に接続されている。
【００５８】
　トランジスタ２１では、ソース及びドレインの一方が電位（Ｖ１）を供給する配線Ｖ１
＿Ｗに電気的に接続され、ゲートが配線Ｇ２に電気的に接続されている。なお、ここでは
、電位Ｖ１は、高電源電位（ＶＤＤ）よりも低電位であり且つ低電源電位（ＶＳＳ）より
も高電位であることとする。
【００５９】
　トランジスタ２２では、ドレインが高電源電位（ＶＤＤ）を供給する配線ＶＤＤ＿Ｗに
電気的に接続され、ゲートがトランジスタ２１のソース及びドレインの他方に電気的に接
続されている。
【００６０】
　トランジスタ２３では、ソース及びドレインの一方がトランジスタ２０のソース及びド
レインの他方に電気的に接続され、ソース及びドレインの他方がトランジスタ２２のソー
スに電気的に接続され、ゲートが配線Ｇ２に電気的に接続されている。
【００６１】
　トランジスタ２４では、ソース及びドレインの一方が電位（Ｖ０）を供給する配線Ｖ０
＿Ｗに電気的に接続され、ソース及びドレインの他方がトランジスタ２２のソース、及び
トランジスタ２３のソース及びドレインの他方に電気的に接続され、ゲートが配線Ｇ１に
電気的に接続されている。なお、ここでは、電位（Ｖ０）は、電位（Ｖ１）よりも低電位
であり且つ低電源電位（ＶＳＳ）よりも高電位であることとする。
【００６２】
　トランジスタ２５では、ソース及びドレインの一方がトランジスタ２１のソース及びド
レインの他方、及びトランジスタ２２のゲートに電気的に接続され、ソース及びドレイン
の他方がトランジスタ２２のソース、トランジスタ２３のソース及びドレインの他方、及
びトランジスタ２４のソース及びドレインの他方に電気的に接続され、ゲートが配線ＲＬ
に電気的に接続されている。
【００６３】
　トランジスタ２６では、ソース及びドレインの一方がトランジスタ２２のソース、トラ
ンジスタ２３のソース及びドレインの他方、トランジスタ２４のソース及びドレインの他
方、及びトランジスタ２５のソース及びドレインの他方に電気的に接続され、ゲートが配
線Ｇ４に電気的に接続されている。
【００６４】
　キャパシタ２７では、一方の電極がトランジスタ２１のソース及びドレインの他方、ト
ランジスタ２２のゲート、及びトランジスタ２５のソース及びドレインの一方に電気的に
接続され、他方の電極がトランジスタ２０のソース及びドレインの他方、及びトランジス
タ２３のソース及びドレインの一方に電気的に接続されている。
【００６５】
　キャパシタ２８では、一方の電極がトランジスタ２０のソース及びドレインの他方、ト
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ランジスタ２３のソース及びドレインの一方、及びキャパシタ２７の他方の電極に電気的
に接続され、他方の電極がトランジスタ２２のソース、トランジスタ２３のソース及びド
レインの他方、トランジスタ２４のソース及びドレインの他方、トランジスタ２５のソー
ス及びドレインの他方、及びトランジスタ２６のソース及びドレインの一方に電気的に接
続されている。
【００６６】
　発光素子２９では、アノードがトランジスタ２６のソース及びドレインの他方に電気的
に接続され、カソードが低電源電位（ＶＳＳ）を供給する配線（ＶＳＳ＿Ｗ）に電気的に
接続されている。
【００６７】
　また、以下においては、トランジスタ２１のソース及びドレインの他方、トランジスタ
２２のゲート、トランジスタ２５のソース及びドレインの一方、及びキャパシタ２７の一
方の電極が電気的に接続するノードをノードＤと呼び、トランジスタ２０のソース及びド
レインの他方、トランジスタ２３のソース及びドレインの一方、キャパシタ２７の他方の
電極、及びキャパシタ２８の一方の電極が電気的に接続するノードをノードＥと呼び、ト
ランジスタ２２のソース、トランジスタ２３のソース及びドレインの他方、トランジスタ
２４のソース及びドレインの他方、トランジスタ２５のソース及びドレインの他方、トラ
ンジスタ２６のソース及びドレインの一方、及びキャパシタ２８の他方の電極が電気的に
接続するノードをノードＦと呼ぶこととする。
【００６８】
＜画素の動作例＞
　上述した画素の動作例について図８を参照して説明する。具体的には、図８では、配線
Ｇ１～Ｇ４の電位、配線ＲＬの電位、ノードＤ、Ｅ、Ｆの電位の変化を示している。
【００６９】
　期間ｔａにおいて、配線Ｇ１にハイレベルの電位が与えられ、配線Ｇ２～Ｇ４にローレ
ベルの電位が与えられ、配線ＲＬにローレベルの電位が与えられる。よって、トランジス
タ２４がオン状態となり、トランジスタ２０、２１、２３、２５、２６がオフ状態となる
。
【００７０】
　期間ｔｂにおいて、配線Ｇ２にハイレベルの電位が与えられるようになる。これにより
、トランジスタ２１、２３がオン状態となる。その結果、ノードＤの電位が、電位（Ｖ１
）となり、ノードＥの電位が、電位（Ｖ０）となる。さらに、ノードＤの電位が電位（Ｖ
１）になったことに付随して、トランジスタ２２がオン状態となる。
【００７１】
　期間ｔｃにおいて、配線Ｇ１にローレベルの電位が与えられるようになる。これにより
、トランジスタ２４がオフ状態となる。ここで、トランジスタ２２は、ゲートとソース間
の電圧がしきい値電圧以下となるまでオン状態を維持する。すなわち、トランジスタ２２
は、ノードＦ（トランジスタ２２のソース）の電位が、ノードＤの電位（電位（Ｖ１））
からトランジスタ２２のしきい値電圧（Ｖｔｈ）分低い値となるまでオン状態を維持する
。その結果、ノードＦの電位が、電位（Ｖ１－Ｖｔｈ）となる。なお、期間ｔｃにおいて
は、ノードＥの電位も電位（Ｖ１－Ｖｔｈ）まで上昇することになる。
【００７２】
　期間ｔｄにおいて、配線Ｇ２にローレベルの電位が与えられるようになる。これにより
、トランジスタ２１、２３がオフ状態となる。
【００７３】
　期間ｔｅにおいて、配線Ｇ３にハイレベルの電位が与えられるようになる。これにより
、トランジスタ２０がオン状態となる。なお、期間ｔｅにおいて、配線ＳＬには、画像信
号の電位（Ｖｄａｔａ）が供給されている。その結果、ノードＥの電位が電位（Ｖｄａｔ
ａ）となる。さらに、ノードＤとノードＦの電位もノードＥの電位によって変動する。具
体的には、浮遊状態にあるノードＤの電位が、キャパシタ２７を介したノードＥとの容量
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結合によりノードＥの電位の変動分（画像信号に応じた電位（Ｖｄａｔａ）と、電位（Ｖ
１）からトランジスタ２２のしきい値電圧（Ｖｔｈ）分低い値との差分）上昇又は下降し
（ノードＤの電位が、Ｖ１＋［Ｖｄａｔａ－（Ｖ１－Ｖｔｈ）］＝Ｖｄａｔａ＋Ｖｔｈと
なる）、且つ浮遊状態にあるノードＦの電位が、キャパシタ２８を介したノードＥとの容
量結合により当該ノードＥの電位の変動分上昇又は下降する（ノードＦの電位が、Ｖ１－
Ｖｔｈ＋［Ｖｄａｔａ－（Ｖ１－Ｖｔｈ）］＝Ｖｄａｔａとなる）。
【００７４】
　期間ｔｆにおいて、配線Ｇ１にハイレベルの電位が与えられるようになる。これにより
、トランジスタ２４がオン状態となる。その結果、ノードＦの電位が、電位（Ｖ０）とな
る。
【００７５】
　期間ｔｇにおいて、配線Ｇ１にローレベルの電位が与えられるようになる。これにより
、トランジスタ２４がオフ状態となる。
【００７６】
　期間ｔｈにおいて、配線Ｇ４にハイレベルの電位が与えられるようになる。これにより
、トランジスタ２６がオン状態となる。その結果、トランジスタ２２のゲートとソース間
の電圧に応じた電流が発光素子２９に供給される。ここで、当該電圧は、ノードＤの電位
（Ｖｄａｔａ＋Ｖｔｈ）とノードＦの電位の差である。この場合、発光素子２９に供給さ
れる電流（トランジスタ２２の飽和領域におけるドレイン電流）は、トランジスタ２２の
しきい値電圧に依存することがない。
【００７７】
　期間ｔｉにおいて、配線ＲＬにハイレベルの電位が与えられるようになる。これにより
、トランジスタ２５がオン状態になる。その結果、トランジスタ２２がオフ状態となる。
【００７８】
　そして、期間ｔｉ後に表示装置に対する電源電圧の供給を停止する。このように、トラ
ンジスタ２２を確実にオフ状態とした後に電源電圧の供給を停止することで、電源電圧の
供給を再開した際に発光素子２９に電流が供給されることがなく、表示不良を抑制するこ
とが可能である。
【００７９】
　なお、電源電圧の供給を再開した後であって発光素子２９に対して電流が供給されうる
前に当該期間ｔｉを設ける場合であっても上記同様の効果を得ることが可能である。
【００８０】
（実施の形態４）
　本実施の形態では、表示装置の構造例について説明する。具体的には、本実施の形態で
は、トップエミッション構造の表示装置について例示する。ただし、本明細書で開示され
る表示装置は、トップエミッション構造に限定されず、ボトムエミッション構造、デュア
ルエミッション構造とすることが可能であることは言うまでもない。なお、デュアルエミ
ッション構造とは、発光素子の光が表示装置の２面から射出される構造を意味する。
【００８１】
＜断面構造例＞
　図９は、本明細書で開示される表示装置の一例を示す断面図である。具体的には、図９
に示す表示装置は、図２（Ａ）に示すトランジスタ１１、１６、キャパシタ１７、及び発
光素子１８の一例を示す断面図である。
【００８２】
　トランジスタ１１は、絶縁表面を有する基板８００上に、ゲートとして機能する導電膜
８１２と、導電膜８１２上のゲート絶縁膜８０２と、導電膜８１２と重なる位置において
ゲート絶縁膜８０２上に位置する酸化物半導体層８１３と、ソースまたはドレインとして
機能し、酸化物半導体層８１３上に位置する導電膜８１４及び導電膜８１５とを有する。
なお、導電膜８１４は、図２（Ａ）に示す配線ＶＤＤ＿Ｗである。
【００８３】
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　トランジスタ１６は、絶縁表面を有する基板８００上に、ゲートとして機能する導電膜
８１６と、導電膜８１６上のゲート絶縁膜８０２と、導電膜８１６と重なる位置において
ゲート絶縁膜８０２上に位置する酸化物半導体層８１７と、ソースまたはドレインとして
機能し、酸化物半導体層８１７上に位置する導電膜８１５及び導電膜８１８とを有する。
なお、導電膜８１６は、図２（Ａ）に示す配線Ｇ３である。
【００８４】
　キャパシタ１７は、絶縁表面を有する基板８００上に、導電膜８１９と、導電膜８１９
上のゲート絶縁膜８０２と、導電膜８１９と重なる位置においてゲート絶縁膜８０２上に
位置する導電膜８１５とを有する。
【００８５】
　また、導電膜８１４、８１５、８１８上には、絶縁膜８２０、８２１が形成されている
。そして、絶縁膜８２１上には、発光素子１８のアノードとして機能する導電膜８２２が
設けられている。なお、導電膜８２２は、絶縁膜８２０及び絶縁膜８２１に形成されたコ
ンタクトホール８２３において導電膜８１８に電気的に接続されている。
【００８６】
　また、導電膜８２２の一部を露出させる開口部を有した絶縁膜８２４が、絶縁膜８２１
上に設けられている。導電膜８２２の一部及び絶縁膜８２４上には、ＥＬ層８２５と、発
光素子１８のカソードとして機能する導電膜８２６とが、順に積層するように設けられて
いる。導電膜８２２と、ＥＬ層８２５と、導電膜８２６とが重なっている領域が、発光素
子１８に相当する。
【００８７】
＜酸化物半導体層８１３、８１７の具体例＞
＜（１）材料について＞
　酸化物半導体層８１３、８１７として、少なくともインジウムを含む膜を適用すること
ができる。特に、インジウムと亜鉛を含む膜を適用することが好ましい。また、トランジ
スタの電気特性のばらつきを減らすためのスタビライザーとして、それらに加えてガリウ
ムを有する膜を適用することが好ましい。
【００８８】
　また、酸化物半導体層８１３、８１７として、スズ、ハフニウム、アルミニウム、若し
くはジルコニウム、又はランタノイドである、ランタン、セリウム、プラセオジム、ネオ
ジム、サマリウム、ユウロピウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ホルミ
ウム、エルビウム、ツリウム、イッテルビウム、若しくはルテチウムのいずれか一種又は
複数種をスタビライザーとして含む膜を適用することもできる。
【００８９】
　例えば、酸化物半導体層８１３、８１７として、酸化インジウム膜、二元系金属の酸化
物であるＩｎ－Ｚｎ系酸化物膜、Ｉｎ－Ｍｇ系酸化物膜、Ｉｎ－Ｇａ系酸化物膜、三元系
金属の酸化物であるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物膜、Ｉｎ－Ａｌ－Ｚｎ系酸化物膜、Ｉｎ－
Ｓｎ－Ｚｎ系酸化物膜、Ｉｎ－Ｈｆ－Ｚｎ系酸化物膜、Ｉｎ－Ｌａ－Ｚｎ系酸化物膜、Ｉ
ｎ－Ｃｅ－Ｚｎ系酸化物膜、Ｉｎ－Ｐｒ－Ｚｎ系酸化物膜、Ｉｎ－Ｎｄ－Ｚｎ系酸化物膜
、Ｉｎ－Ｓｍ－Ｚｎ系酸化物膜、Ｉｎ－Ｅｕ－Ｚｎ系酸化物膜、Ｉｎ－Ｇｄ－Ｚｎ系酸化
物膜、Ｉｎ－Ｔｂ－Ｚｎ系酸化物膜、Ｉｎ－Ｄｙ－Ｚｎ系酸化物膜、Ｉｎ－Ｈｏ－Ｚｎ系
酸化物膜、Ｉｎ－Ｅｒ－Ｚｎ系酸化物膜、Ｉｎ－Ｔｍ－Ｚｎ系酸化物膜、Ｉｎ－Ｙｂ－Ｚ
ｎ系酸化物膜、Ｉｎ－Ｌｕ－Ｚｎ系酸化物膜、四元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｓｎ－Ｇ
ａ－Ｚｎ系酸化物膜、Ｉｎ－Ｈｆ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物膜、Ｉｎ－Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ系酸
化物膜、Ｉｎ－Ｓｎ－Ａｌ－Ｚｎ系酸化物膜、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｈｆ－Ｚｎ系酸化物膜、Ｉｎ
－Ｈｆ－Ａｌ－Ｚｎ系酸化物膜を適用することができる。
【００９０】
　ここで、例えば、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物とは、ＩｎとＧａとＺｎを主成分として有
する酸化物という意味であり、ＩｎとＧａとＺｎの比率は問わない。また、ＩｎとＧａと
Ｚｎ以外の金属元素が入っていてもよい。
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【００９１】
　なお、酸化物半導体層８１３、８１７を構成する酸素の一部は窒素で置換されてもよい
。
【００９２】
＜（２）結晶構造について＞
　酸化物半導体層８１３、８１７として、単結晶、多結晶（ポリクリスタルともいう）又
は非晶質などの結晶構造を有する膜を適用することができる。また、酸化物半導体層８１
３、８１７として、ＣＡＡＣ－ＯＳ（Ｃ　Ａｘｉｓ　Ａｌｉｇｎｅｄ　Ｃｒｙｓｔａｌｌ
ｉｎｅ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）膜を適用することができる。以下、
ＣＡＡＣ－ＯＳ膜について詳述する。
【００９３】
　ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、例えば、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ：Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ
　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）による観察像で、結晶領域を観察すること
ができる場合がある。例えば、当該結晶領域は、一辺が１００ｎｍ未満の立方体内に収ま
る大きさであることが多い。また、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に含まれる結晶領域の境界を明確に
確認できない場合がある。また、ＴＥＭによってＣＡＡＣ－ＯＳ膜には粒界は確認できな
い。そのため、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、粒界に起因する電子移動度の低下が抑制される。
【００９４】
　ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に含まれる結晶領域は、ｃ軸がＣＡＡＣ－ＯＳ膜の被形成面の法線ベ
クトル又は表面の法線ベクトルに平行な方向に揃い、かつａｂ面に垂直な方向から見て三
角形状又は六角形状の原子配列を有し、ｃ軸に垂直な方向から見て金属原子が層状又は金
属原子と酸素原子とが層状に配列している。なお、異なる結晶領域間で、それぞれａ軸お
よびｂ軸の向きが異なっていてもよい。本明細書において、単に垂直と記載する場合、８
５°以上９５°以下の範囲も含まれることとする。また、単に平行と記載する場合、－５
°以上５°以下の範囲も含まれることとする。
【００９５】
　なお、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜において、膜厚方向における結晶領域の分布が一様でないこと
がある。例えば、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の形成過程において、酸化物半導体膜の表面側から結
晶成長させる場合、被形成面の近傍に対し表面の近傍では結晶領域の占める割合が高くな
ることがある。
【００９６】
　ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に含まれる結晶領域のｃ軸は、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の被形成面の法線ベ
クトル又は表面の法線ベクトルに平行な方向に揃うため、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の形状（被形
成面の断面形状又は表面の断面形状）によっては互いに異なる方向を向くことがある。な
お、結晶領域のｃ軸の方向は、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜が形成されたときの被形成面の法線ベク
トル又は表面の法線ベクトルに平行な方向となる。結晶領域は、成膜することにより、又
は成膜後に熱処理などの結晶化処理を行うことにより形成される。
【００９７】
　ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を用いたトランジスタは、可視光や紫外光の照射による電気特性の変
動が小さい。よって、当該トランジスタは、信頼性が高い。
【００９８】
＜（３）層構造について＞
　酸化物半導体層８１３、８１７として、単一層からなる酸化物半導体膜のみならず複数
種の酸化物半導体膜の積層を適用することができる。例えば、非晶質酸化物半導体膜、多
結晶酸化物半導体膜、及びＣＡＡＣ－ＯＳ膜の少なくとも２種を含む層を酸化物半導体層
８１３、８１７として適用することができる。
【００９９】
　また、組成の異なる酸化物半導体膜の積層からなる層を酸化物半導体層８１３、８１７
として適用することもできる。具体的には、ゲート絶縁膜８０２と接する面を含む第１の
酸化物半導体膜（以下、下層ともいう）と、絶縁膜８２０と接し、且つ第１の酸化物半導
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体膜と組成が異なる第２の酸化物半導体膜（以下、上層ともいう）とを含む層を酸化物半
導体層８１３、８１７として適用することもできる。なお、この場合、下層にチャネルが
形成される領域の多くが含まれることになる。下層は、上層よりもゲートとして機能する
導電膜８１２、８１６に近接するからである。
【０１００】
　ここで、下層及び上層が共にインジウム、ガリウム、及び亜鉛を含んで構成される場合
には、下層におけるインジウム濃度を上層におけるインジウム濃度よりも高くし、且つ上
層におけるガリウム濃度を下層におけるガリウム濃度よりも高くすること、又は／及び、
下層におけるインジウム濃度を下層におけるガリウム濃度よりも高くし、且つ上層におけ
るガリウム濃度を上層におけるインジウム濃度よりも高くすることが好ましい。
【０１０１】
　これにより、酸化物半導体層８１３、８１７を有するトランジスタの移動度の向上及び
寄生チャネルの形成の抑制を図ることが可能となる。具体的には、下層のインジウム濃度
を高くすることによって当該トランジスタの移動度の向上を図ることが可能である。これ
は、酸化物半導体では主として重金属のｓ軌道がキャリア伝導に寄与しており、Ｉｎの含
有率を高くすることでｓ軌道のオーバーラップが多くなることに起因する。また、上層の
ガリウム濃度を高くすることによって酸素の脱離を抑制し、上層における寄生チャネルの
形成を抑制することが可能である。これは、ＧａがＩｎと比較して酸素欠損の形成エネル
ギーが大きく、酸素欠損が生じにくいことに起因する。
【０１０２】
＜ゲート絶縁膜８０２の具体例＞
　ゲート絶縁膜８０２として、酸化シリコン膜、窒化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜、
窒化酸化シリコン膜、酸化アルミニウム膜、酸化窒化アルミニウム膜、又は酸化ガリウム
膜などの無機絶縁材料膜を適用することができる。また、これらの材料の積層を適用する
こともできる。なお、酸化アルミニウム膜は、水素などの不純物、及び酸素の両方に対し
て膜を透過させない遮断（ブロッキング）効果が高い。よって、ゲート絶縁膜８０２とし
て酸化アルミニウム膜を含む層を適用することで、酸化物半導体層８１３、８１７からの
酸素の脱離を防止するとともに、酸化物半導体層８１３、８１７への水素などの不純物の
混入を防止することができる。
【０１０３】
　また、ゲート絶縁膜８０２として、酸化ハフニウム膜、酸化イットリウム膜、ハフニウ
ムシリケート（ＨｆＳｉｘＯｙ（ｘ＞０、ｙ＞０））膜、窒素が添加されたハフニウムシ
リケート膜、ハフニウムアルミネート（ＨｆＡｌｘＯｙ（ｘ＞０、ｙ＞０））膜、又は酸
化ランタン膜など（いわゆるｈｉｇｈ－ｋ材料からなる膜）を含む膜を適用することもで
きる。このような膜を用いることでゲートリーク電流の低減が可能である。
【０１０４】
＜導電膜８１２、８１６、８１９の具体例＞
　導電膜８１２、８１６、８１９として、アルミニウム、銅、チタン、タンタル、タング
ステン、モリブデン、クロム、ネオジム、スカンジウムから選ばれた元素又はこれらの元
素を成分とする合金からなる膜を適用することができる。また、導電膜８１２、８１６、
８１９として、窒素を含む金属酸化物、具体的には、窒素を含むＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ膜
、窒素を含むＩｎ－Ｓｎ－Ｏ膜、窒素を含むＩｎ－Ｇａ－Ｏ膜、窒素を含むＩｎ－Ｚｎ－
Ｏ膜、窒素を含むＳｎ－Ｏ膜、窒素を含むＩｎ－Ｏ膜、又は金属窒化膜（ＩｎＮ、ＳｎＮ
など）を適用することもできる。これらの窒化膜は５ｅＶ（電子ボルト）以上、好ましく
は５．５ｅＶ（電子ボルト）以上の仕事関数を有し、ゲートとして用いた場合、トランジ
スタのしきい値電圧をプラスにすることができ、所謂ノーマリーオフのスイッチング素子
を実現できる。また、これらの膜の積層を適用することもできる。
【０１０５】
＜導電膜８１４、８１５、８１８の具体例＞
　導電膜８１４、８１５、８１８として、アルミニウム、銅、チタン、タンタル、タング
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ステン、モリブデン、クロム、ネオジム、スカンジウムから選ばれた元素、これらの元素
を成分とする合金、又はこれらの元素を含む窒化物からなる膜を適用することができる。
また、これらの膜の積層を適用することもできる。
【０１０６】
＜絶縁膜８２０の具体例＞
　絶縁膜８２０として、酸化シリコン膜、窒化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜、窒化酸
化シリコン膜、酸化アルミニウム膜、酸化窒化アルミニウム膜、又は酸化ガリウム膜など
の無機絶縁材料膜を適用することができる。また、これらの膜の積層を適用することもで
きる。なお、酸化アルミニウム膜は、水素などの不純物、及び酸素の両方に対して膜を透
過させない遮断（ブロッキング）効果が高い。よって、絶縁膜８２０として酸化アルミニ
ウム膜を含む層を適用することで、酸化物半導体層８１３、８１７からの酸素の脱離を防
止するとともに、酸化物半導体層８１３、８１７への水素などの不純物の混入を防止する
ことができる。
【０１０７】
＜絶縁膜８２１の具体例＞
　絶縁膜８２１として、酸化シリコン膜、窒化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜、窒化酸
化シリコン膜、酸化アルミニウム膜、酸化窒化アルミニウム膜、又は酸化ガリウム膜など
の無機絶縁材料膜を適用することができる。また、ポリイミド、アクリル等の有機絶縁材
料膜を適用することもできる。また、これらの膜の積層を適用することもできる。
【０１０８】
＜導電膜８２２の具体例＞
　導電膜８２２として、アルミニウム、銅、チタン、タンタル、タングステン、モリブデ
ン、クロム、ネオジム、スカンジウムから選ばれた元素、これらの元素を成分とする合金
、又はこれらの元素を含む窒化物からなる膜を適用することができる。また、これらの膜
の積層を適用することもできる。特に、導電膜８２２として、反射率の高い金属（アルミ
ニウム、銀など）又は当該金属を含む合金を適用することが好ましい。
【０１０９】
＜ＥＬ層８２５の具体例＞
　ＥＬ層８２５として、発光性の有機物を含む発光層を含む単層又は積層を適用すること
ができる。
【０１１０】
＜導電膜８２６の具体例＞
　導電膜８２６として、酸化インジウム－酸化スズ、シリコン若しくは酸化シリコンを含
有した酸化インジウム－酸化スズ、酸化インジウム－酸化亜鉛、酸化タングステン及び酸
化亜鉛を含有した酸化インジウムなどの透光性を有する導電膜を適用することができる。
【０１１１】
＜絶縁膜８２４の具体例＞
　絶縁膜８２４として、ポリイミド、アクリル等の有機絶縁材料膜を適用することができ
る。
【実施例１】
【０１１２】
　図１０は、表示装置の一例を示す斜視図である。
【０１１３】
　図１０に示す表示装置は、パネル１６０１と、回路基板１６０２と、接続部１６０３と
を有している。パネル１６０１は、画素が複数設けられた画素部１６０４と、複数の画素
を行ごとに選択する走査線駆動回路１６０５と、選択された行内の画素への画像信号の入
力を制御する信号線駆動回路１６０６とを有する。具体的には、走査線駆動回路１６０５
では、図１に示す配線ＧＬ、図２（Ａ）、（Ｂ）に示す配線Ｇ１～Ｇ３、図７に示す配線
Ｇ１～Ｇ４に入力する信号を生成する。
【０１１４】
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　回路基板１６０２から、接続部１６０３を介して、各種信号と、電源の電位とが、パネ
ル１６０１に入力される。接続部１６０３には、ＦＰＣ（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｐｒｉｎｔ
ｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）などを用いることができる。また、接続部１６０３にＣＯＦテー
プを用いる場合、回路基板１６０２内の一部の回路、又はパネル１６０１が有する走査線
駆動回路１６０５や信号線駆動回路１６０６の一部などを別途用意したチップに形成して
おき、ＣＯＦ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｆｉｌｍ）法を用いて当該チップをＣＯＦテープに接続
しておいても良い。
【実施例２】
【０１１５】
　本発明の一態様に係る表示装置は、テレビジョン受像機、電子計算機用ディスプレイ、
記録媒体を備えた画像再生装置（代表的にはＤＶＤ：Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌ
ｅ　Ｄｉｓｃ等の記録媒体を再生し、その画像を表示しうるディスプレイを有する装置）
に用いることができる。その他に、本発明の一態様に係る表示装置を用いることができる
電子機器として、携帯電話、携帯型を含むゲーム機、携帯情報端末、電子書籍、ビデオカ
メラ、デジタルスチルカメラ、ゴーグル型ディスプレイ（ヘッドマウントディスプレイ）
、ナビゲーションシステム、音響再生装置（カーオーディオ、デジタルオーディオプレイ
ヤー等）、複写機、ファクシミリ、プリンター、プリンター複合機、現金自動預け入れ払
い機（ＡＴＭ）、自動販売機などが挙げられる。これら電子機器の具体例を図１１に示す
。
【０１１６】
　図１１（Ａ）は携帯型ゲーム機であり、筐体５００１、筐体５００２、表示部５００３
、表示部５００４、マイクロホン５００５、スピーカー５００６、操作キー５００７、ス
タイラス５００８等を有する。本発明の一態様に係る表示装置は、表示部５００３、表示
部５００４に用いることができる。なお、図１１（Ａ）に示した携帯型ゲーム機は、２つ
の表示部５００３と表示部５００４とを有しているが、携帯型ゲーム機が有する表示部の
数は、これに限定されない。
【０１１７】
　図１１（Ｂ）はテレビジョン受像機であり、筐体５２０１、表示部５２０２、支持台５
２０３等を有する。本発明の一態様に係る表示装置は、表示部５２０２に用いることがで
きる。
【０１１８】
　図１１（Ｃ）はノート型パーソナルコンピュータであり、筐体５４０１、表示部５４０
２、キーボード５４０３、ポインティングデバイス５４０４等を有する。本発明の一態様
に係る表示装置は、表示部５４０２に用いることができる。
【０１１９】
　図１１（Ｄ）は携帯情報端末であり、筐体５６０１、表示部５６０２、操作キー５６０
３等を有する。図１１（Ｄ）に示す携帯情報端末は、モデムが筐体５６０１に内蔵されて
いても良い。本発明の一態様に係る表示装置は、表示部５６０２に用いることができる。
【符号の説明】
【０１２０】
１　　　　　トランジスタ
２　　　　　トランジスタ
３　　　　　トランジスタ
４　　　　　キャパシタ
５　　　　　発光素子
１０　　　　画素
１１　　　　トランジスタ
１２　　　　トランジスタ
１３　　　　トランジスタ
１４　　　　トランジスタ
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１５　　　　トランジスタ
１６　　　　トランジスタ
１７　　　　キャパシタ
１８　　　　発光素子
１９　　　　トランジスタ
２０　　　　トランジスタ
２１　　　　トランジスタ
２２　　　　トランジスタ
２３　　　　トランジスタ
２４　　　　トランジスタ
２５　　　　トランジスタ
２６　　　　トランジスタ
２７　　　　キャパシタ
２８　　　　キャパシタ
２９　　　　発光素子
１００　　　画素
２００　　　画素
８００　　　基板
８０２　　　ゲート絶縁膜
８１２　　　導電膜
８１３　　　酸化物半導体層
８１４　　　導電膜
８１５　　　導電膜
８１６　　　導電膜
８１７　　　酸化物半導体層
８１８　　　導電膜
８１９　　　導電膜
８２０　　　絶縁膜
８２１　　　絶縁膜
８２２　　　導電膜
８２３　　　コンタクトホール
８２４　　　絶縁膜
８２５　　　ＥＬ層
８２６　　　導電膜
１６０１　　パネル
１６０２　　回路基板
１６０３　　接続部
１６０４　　画素部
１６０５　　走査線駆動回路
１６０６　　信号線駆動回路
５００１　　筐体
５００２　　筐体
５００３　　表示部
５００４　　表示部
５００５　　マイクロホン
５００６　　スピーカー
５００７　　操作キー
５００８　　スタイラス
５２０１　　筐体
５２０２　　表示部
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５２０３　　支持台
５４０１　　筐体
５４０２　　表示部
５４０３　　キーボード
５４０４　　ポインティングデバイス
５６０１　　筐体
５６０２　　表示部
５６０３　　操作キー

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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